
Instrucciones
Simulador IIS (Ion Implant Simulator) desde Windows.

Instalación
El fichero de instalación viene empaquetado en formato .ZIP. Se debe

emplear un descompresor tipo WinZip para instalarlo en el directorio que crea
más oportuno (por ejemplo C:\IIS).

Quedará el directorio como sigue



Ejecución del simulador

A continuación debe abrir una ventana de MSDOS o de comandos. Desde el
menú de Inicio->Ejecutar

Y teclear command

A partir de este momento es necesario situarse en el directorio donde se haya
instalado el programa. Se puede ejecutar el programa simulador cuyo nombre
es iis_intel.exe seguido del fichero de entrada:



El programa arrancará creando una tabla de densidades electrónicas
tridimensionales basándose en la superposición de las densidades atómicas de
átomos aislados que están contenidas en el directorio Tables

Se intentarán leer otras tablas del disco, y si no están definidas se
crearán una a una según las vaya necesitando. Estas tablas se salvarán a disco
en el directorio Tables para su uso posterior en otras simulaciones acelerando
el proceso de cálculo.



Después de haber generado todas las tablas necesarias comenzará la
implantación de iones hasta que se haya completado la simulación

Procesado de los resultados

Para esto será necesario disponer de un programa de visualización gráfica como
puede ser gnuplot para windows: wgnupl32.exe

El simulador automáticamente habrá creado un fichero (siempre con el mismo
nombre) que incluirá los comandos de gnuplot necesarios para visualizar
algunos de los datos generados: el fichero se llama gnuplot0.dat



En este punto introducimos algunos comandos en el visualizador

que darán una salida gráfica como la que aparece a continuación

en la que se aprecia la comparación entre el resultado del simulador y los
resultados experimentales que previamente fueron digitalizados e introducidos
en un fichero dentro del directorio SIMS.



Fichero de entrada

El fichero de entrada se puede editar desde la ventana de MS-DOS
ejecutando el comando edit Se300_GaAs100.in como se ve a
continuación

El fichero de entrada ejemplo se muestra a continuación:
RS0 1.70 0.0
 Divergency 1.0 degrees
 DivType 0
 RareEvent 2
 SD2 0.23

AmorphizationDensity 6e20
RecombinationFactor 0.09

 HST 1
 HST2D 0
 HSTFile[ Se300_GaAs100. ]
 GPPlot[ t"Nuestro simulador","SIMS/Se300_GaAs100.dat"t"SIMS" ]

 Stopping[ Our ]

 Dose 3.0e13

 ENERGY 300000 eV
 NumberOfImplants 5000

 Tha 0 degrees (tilt)
 Phi 0 degrees

 ABC 1 0 0
 FLAT 0 1 1

 Therm 1
 Temperature 300 kelvin

 Atom Se 34 80.000  600.0 abundante al 49.61%
 Atom As 33 74.921  360.0
 Atom Ga 31 69.723  360.0

 AtomP 1

 LatticeParameter 5.6537 5.6537 5.6537
 Angles  90.0 90.0 90.0
 XTal 3 6 0.000 0.000 0.000   15 // Ga
 XTal 2 6 0.250 0.250 0.250   15 // As
 Amorphous 2
 XMin 0.0 A
 XMax 15 A

NextLayer

 LatticeParameter 5.6537 5.6537 5.6537
 Angles  90.0 90.0 90.0



 XTal 3 6 0.000 0.000 0.000   15 // Ga
 XTal 2 6 0.250 0.250 0.250   15 // As
 Amorphous 0
 XMin 15.0 A
 XMax 1e10 A

Ficheros de salida

Entre los ficheros de salida generados en el directorio DSe300_GaAs100.in
tenemos:

Se300_GaAs100.01_01 Salida unidimensional perfil de impurezas.
Comparable con perfiles SIMS

Se300_GaAs100.01.2D_01 Salida bidimensional del perfil de impurezas
proyectado

Amorph.hst Salida unidimensional del perfil de dañado.
Comparable con algunos perfiles RBS.

output Fichero que informa de los parámetros de
simulación y condiciones experimentales de la
misma. Sirve para contrastar que el simulador
haya entendido correctamente el fichero de
entrada.

pearsonIV_01 Solamente si se ha solicitado, genera una tabla
de datos que se corresponde con una
distribución Pearson IV ajustada a los resultados
del perfil de impurezas obtenido con la
simulación. Presenta también los parámetros.
No siempre se puede obtener una distribución
Pearson IV.

Ficheros .* Ficheros temporales de trabajo



Además se han generado algunas tablas en el directorio Tables

Entre los que tenemos

EDT_AsGa.lit Fichero de densidad electrónica 3D
para el AsGa, generada a partir de los
ficheros N33.den y N34.den
presentes en el mismo directorio.
Formato binario little endian (arq.
Intel)

Zel3433.dat Tabla del frenado nuclear
precalculado para los átomos Z1=34
y Z2=33, usando un apantallamiento
tipo ZBL

Zel3431.dat Tabla del frenado nuclear
precalculado para los átomos Z1=34
y Z2=31, usando un apantallamiento
tipo ZBL

InelLocal_33_34.dat Tabla de frenado inelástico local
entre Z1=33 y Z2=34

InelLocal_31_34.dat Tabla de frenado inelástico local
entre Z1=31 y Z2=34

InelNonLocal_34_03_00_1.70.dat Tabla de frenado inelástico no local
(electrónico) entre el elemento
implantado Z=34 y el material blanco
(AsGa) con el modelo implementado
por nosotros (03), con un
apantallamiento ZBL (00) y un valor
del parámetro Rs0=1.70


